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요약

게이트 전압을 구형파의 펄스로 입력하면, 게이트선과 화소 전극과의 기생 용량에 의해, 게이트 전압의 하강에 이끌려

화소 전극의 전압이 변동하는 소위 드롭 전압이 생긴다. 본원은 기생 용량이 커도 드롭 전압이 작은 액정 표시 장치 

장치를 제공하는 것을 목적으로 한다.

드롭 전압은 게이트 전압 변동의 시정에 의하므로, 게이트 전압의 하강을 라운딩시켜 도 3의 (b)의 파형으로 하는 것

에 의해 드롭 전압을 작게 한다. 도 3의 (b)의 파형은 예를 들면, 게이트 버퍼(8)의 n 채널 트랜지스터의 채널폭을 작

게 하여 최대 전류치가 작게 되도록 설정하는 것에 의해 실현할 수 있다.

대표도

도 1

색인어

게이트 전압, 구형파, 드롭 전압, 라운딩, 기생 용량

명세서

도면의 간단한 설명
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도 1은 액정 표시 장치를 도시하는 평면도.

도 2는 액정 표시 장치의 1 화소를 도시하는 등가 회로.

도 3은 게이트선에 입력하는 펄스 파형을 나타내는 도면.

도 4는 데이터선 및 게이트선에 입력되는 전압을 도시하는 타이밍차트.

도 5는 게이트 버퍼 트랜지스터의 종횡비에 의한 AV의 변화를 나타내는 도면.

<도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명>
1 : 게이트선 드라이버

2 : 게이트선

3 : 데이터선 드라이버

4 : 데이터선

5 : 박막 트랜지스터

6 : 화소 전극

7 : 셀렉터

8 : 게이트 버퍼

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 복수의 화소 전극이 매트릭스형으로 배치되어 있고, 각 화소 전극에 스위칭 소자로서 박막 트랜지스터(Thi

n Film Transistor ; 이하 TFT라 함)가 접속된 액티브 매트릭스형 액정 표시 장치(Liquid Crystal Display ; LCD)에 

관한 것으로, 특히, 게이트선 드라이버의 개량된 LCD 에 관한 것이다.

도 1에 액티브 매트릭스형 LCD의 평면도를 도시한다. 게이트선 드라이버(1)에는 행 방향으로 연장하는 복수의 게이

트선(2)이 접속되어 있고, 데이터선 드라이버(3)에는 열 방향으로 연장하는 복수의 데이터선(4)이 접속되어 있다. 게

이트선(2)과 데이터선(4)과의 교점에는 화소 TFT(5)를 통해 화소 전극(6)이 접속되어 있다.

게이트선 드라이버(1)는 게이트선(2)에 게이트 전압을 인가하는 복수의 게이트 버퍼(8) 중에서 1개를 선택하는 셀렉

터(7)를 갖는다. 셀렉터(7)는 복수의 게이트 버퍼(8) 중 하나를 선택하고, 이것의 출력을 하이, 나머지를 로우로 한다.

게이트 버퍼(8)는 전원(8a)과 접지와의 사이에 직렬로 접속되는 p채널형의 박막 트랜지스터(이하, p-ch 트랜지스터

라 함)(8b) 및 n채널형의 박막 트랜지스터(이하, n-ch 트랜지스터라 함)(8c)를 각각 갖고 있다. 셀렉터(7)의 출력이 

트랜지스터(8b, 8c)의 게이트 전극에 입력되고, 양 트랜지스터(8b, 8c) 사이의 접속점에 게이트선(2)이 접속되어 있

다. 셀렉터(7)의 출력의 하나가 로우가 되면, 그 출력 을 받는 게이트 버퍼(8)는 p-ch 트랜지스터(8b)가 온하고, n-ch

트랜지스터(8c)가 오프하여, 게이트선(2)에 전원에서 p-ch 트랜지스터(8b)를 통해 전원 전압이 공급된다. 이것에 의

해서 게이트선(2)에 접속된 화소 TFT(5) 모두가 온하여, 화소 전극(6)에의 기입을 가능하게 한다.

데이터선 드라이버(3)는 복수의 데이터선(4)에 접속되어, 표시 영상에 대응한 데이터 전압을 각 데이터선(4)에 인가

한다. 선택된 게이트선(2)에 접속된 화소 TFT(5)는 게이트가 개방하고 있기 때문에, 데이터선(4)에 인가되는 데이터 

전압이 화소 TFT(5)를 통해 화소 전극(6)에 기입된다. 이에 따라, 화소 전극(6)에 대응하는 액정의 배향을 변화시켜 

표시를 행한다.

소정 기간(자세히는 수평 주사 기간) 표시를 행한 후, 셀렉터(7)는 다음의 게이트선(2)을 선택한다. 이것에 의해서, 그

것까지 선택되어 있던 게이트 버퍼(8)에 대한 셀렉터(7)의 출력은 하이로 되고, p-ch 트랜지스터가 오프하고, 교대하

여 n-ch 트랜지스터가 온하여, 그 게이트선(2)이 접지 전위로 인하하면, 각 화소 TFT(5)의 게이트가 오프한다.

도 2는 LCD의 1 화소의 등가 회로이다. 게이트선(2) 및 데이터선(4)에 접속된 화소 TFT(5)가 화소 전극(6)에 접속되

어 있다. 화소 전극(6)은 액정(11)을 통해 대향 전극 V com 과의 사이에 용량 C LC 를 형성하고 있다. 화소 전극(6)의

인가 전압을 유지하기 위해서, 액정 용량 C LC 와 병렬로 보조 용량 C SC 가 설치되어 있다. 이상이 의도적으로 형성

한 회로이지만, 화소 전극(6)과 게이트선(2)은 인접 배치되기 때문에, 여기에 기생 용량 C GS 가 생긴다. 기생 용량 C 

GS 가 커지면, 게이트선(2)에 인가되는 게이트 전압의 영향을 받아 화소 전극(6)의 전위가 변동하는 등의 문제가 생긴

다. 종래는 기생 용량 C GS 의 영향을 저감하기 위해서, 보조 용량 C SC 의 크기를 기생 용량 C GS 에 비교하여 충분

히 크게 설정하고 있었다.

또한, 최근, 디지털 스틸 카메라나 디지털 비디오 카메라의 파인더 등과 같이, 휴대 전자 기기의 표시 장치로서 LCD

가 채용되고 있지만, 휴대 기기에 탑재하기 위해서, 화소수를 유지한 채로 화면 사이즈를 축소하여 미세화하는 요구가

있다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

상술한 바와 같이, 화면 사이즈를 축소하여, 미세화하면, 화소 전극의 면적이 축소된다. 또한, 보조 용량 C SC 를 형성
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하기 위한 전극도 마찬가지로 축소된다. 따라서, 액정 용량 C LC 및 보조 용량 C SC 의 크기는 미세화에 따라서 작아

진다. 한편, 가공가능한 최소 선폭은 일정하기 때문에, 기생 용량 C GS 는 일정치 이상 작게 하는 것은 곤란하다. 따라

서, LCD를 미세화하면, 액정 용량 C LC , 보조 용량 C SC 에 비교하여, 상대적으로 기생 용량 C GS 의 값이 커진다.

기생 용량 C GS 가 커지면, 게이트 전압의 하강에 인장되는 형으로 화소 전극의 전위가 변동하는 소위 드롭 전압 ΔV

가 커지는 문제가 생긴다. 드롭 전압 ΔV가 커지면, 예를 들면, 교류 구동했을 때에 열마다 휘도차가 생기거나, 또, 화

소 전극에 인가하는 전압의 중심치 Vc가 대향 전극의 전위 Vcom과 어긋나기도 하는 등의 문제가 생긴다.

그래서 본 발명의 목적은 액정 용량 C LC , 보조 용량 C SC 에 비교하여, 상대적으로 기생 용량 C GS 가 커졌다고 해

도, 드롭 전압 ΔV가 커지지 않도록 하고, 미세화하더라도 표시 품질이 저하하지 않는 LCD를 제공하는 것이다.

발명의 구성 및 작용

본 발명은 상기 과제를 해결하기 위해서 이루어진 것으로, 복수의 게이트선과 복수의 게이트선에 교차하는 복수의 데

이터선과 게이트 전극 및 소스 영역 및 드레인 영역을 구비하고, 게이트선 한 줄에 게이트 전극이 접속되고, 데이터선 

한 줄에 드레인 영역이 접속된 박막 트랜지스터와 박막 트랜지스터의 소스 영역에 접속된 화소 전극과 복수의 게이트

전극의 적어도 일단측에 접속되어, 게이트 전극에 펄스형의 게이트 전압을 인가하는 게이트선 드라이버를 갖는 액티

브 매트릭스형 액정 표시 장치에 있어서, 게이트 전압의 하강을 라운딩하고 또는 상승에 비교하여 하강의 시간을 길게

하는 수단을 갖는 액티브 매트릭스형 액정 표시 장치이다.

또한, 게이트 전압은 어떤 행의 화소 전극에의 전압 인가가 종료하고 나서, 다음의 행의 화소 전극에의 전압 인가가 

개시되기 까지의 시간 t의 적어도 절반의 시간 t/2를 지나서 하강한다.

또한, 게이트선 드라이버는 게이트선과 접속되는 최종 단에 게이트 버퍼를 더 갖고, 게이트 버퍼는 소스 영역이 게이

트선에 접속되고, 또한 드레인 영역이 접지된 박막 트랜지스터를 적어도 갖고, 게이트선 및 이것에 접속된 박막 트랜

지스터의 게이트 전극을 정합한 저항치를 R1, 게이트선과 데이터선이 이루는 용량과 게이트선과 대향 전극이 이루는 

용량과 화소 전극에 접속된 박막 트랜지스터의 활성층과 게이트 전극이 이루는 용량의 합계를 C1, 게이트 버퍼의 박

막 트랜지스터의 채널 저항치를 R2, 게이트 버퍼의 박막 트랜지스터의 활성층과 게이트 전극이 이루는 용량을 C2, 화

소 전극에의 전압 인가가 종료하고 나서, 다음의 전압 인가가 개시되기까지의 시간을 t로 하면,

2.5(R1+R2)·(C1+C2)<t<5(R1+R2)·(C1+ C2)
를 만족한다.

또한, 게이트선 드라이버는 게이트선과 접속되는 최종 단에 게이트 버퍼를 더 갖고, 게이트 버퍼는 박막 트랜지스터를

갖고, 박막 트랜지스터의 전류가 흐르는 방향의 길이 L과 길이에 직행하는 방향의 폭 W는

W/L< 1
을 만족한다.

또한, 게이트선 드라이버는 게이트선과 접속되는 최종 단에 게이트 버퍼를 더 갖고, 게이트 버퍼는 소스 영역이 전원

에 접속된 p 채널형의 박막 트랜지스터와 드레인 영역이 접지된 n 채널형의 박막 트랜지스터를 갖고, 박막 트랜지스

터의 전류가 흐르는 방향의 길이를 L, L과 직교하는 방향의 폭을 W로 하면,

(p 채널형의 트랜지스터의 W/L) / (n 채널형의 트랜지스터의 W/L)>5
를 만족한다.

본원의 구성은 도 1에 도시한 평면도와 기본적으로 마찬가지다. 즉, 게이트선 드라이버(1)에, 열 방향으로 연장되는 

복수의 게이트선(2)이 접속되고, 데이터선 드라이버(3)에, 행 방향으로 연장되는 복수의 데이터선(4)이 접속되고, 게

이트선(2)과 데이터선(4)과의 교점에는 화소 TFT(5)를 통해 화소 전극(6)이 접속되어 있다.

본 실시 형태의 포인트는 게이트 전압의 펄스 파형에 있다. 도 3의 (a)는 종래 이상적이라고 되어 있던 게이트 전압의 

펄스 파형이다. 제1 타이밍 T1에서 파형이 수직으로 상승하고, 제2 타이밍 T2에서 수직으로 하강하는 구형파이다. 

이것에 대하여, 본 실시 형태는 도 3의 (b)에 도시한 바와 같이, 게이트 전압의 펄스 파형을 라운딩하는 것에 특징을 

갖는다. 즉, 도 3의 (b)에 도시한 바와 같이, 제1 타이밍 T1에서 상승하고, 제2 타이밍 T2에서 하강하기 시작하여, 제

3 타이밍 T3에서 완전히 하강하는 파형을 이상으로 한다.

이러한 파형의 펄스로 게이트 전압을 입력하면, 드롭 전압 ΔV를 작게 할 수가 있다. 드롭 전압 ΔV는 전압 변화의 시

상수의 함수이기 때문에, 게이트 전압이 서서히 변화하는 도 3의 (b)나 도 3의 (c)의 파형 이면, 드롭 전압 ΔV가 작아

지는 것이다.

다음에 게이트 전압의 하강 파형을 라운딩하는 방법에 관해서 설명한다. 도 4의 (a)는 LCD를 교류 구동할 때 어떤 데

이터선에 인가되는 데이터 전압, 도 4의 (b)는 어떤 게이트선에 인가되는 게이트 전압, 도 4의 (c)는 도 4의 (b)의 다

음 행 의 게이트선에 인가되는 게이트 전압을 각각 도시하는 타이밍차트이다. 게이트 전압이 온하고 있는 기간 T는 

데이터 전압이 화소 전극(6)에 인가되어 승압되는, 소위 기입 기간 이다. 그리고, 귀선 기간 t를 사이에 두고, 다음 행

의 화소 전극(6)에 기입을 행한다. 게이트 전압은 귀선 기간 t 동안에 하강하고, 다음 기입 기간 T에 동기하여 다음 행

의 게이트 전압이 상승한다. 종래, 도 3의 (a)의 펄스 파형(실제로는 약간 라운딩되어 있다)로 구동하는 경우, 게이트 

전압의 하강에 요하는 시간은 귀선 기간 t에 대하여 t/100 정도였다. 이것에 대하여, 본원의 게이트 전압은 t/2 정도 

걸려 서서히 하강한다.

게이트 전압이 상승하는 데 요하는 시간은 t/100 정도이기 때문에, 하강에 요하는 시간은 상승에 요하는 시간의 50배

이다.

물론 t/2 이상의 시간 걸려 하강하도록 하면, 보다 ΔV를 작게 할 수 있다. 그러나, 하강에 요하는 시간이 t를 넘으면, 

다음 행의 화소 TFT(5)의 데이터 전압이 인가되기 시작해 버리고, 화상 표시 동작에 지장이 발생한다. 따라서, 하강
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에 요하는 시간은 t 미만일 필요가 있다. 그리고, 화소 TFT(5)의 제조 오차에 의한 각 화소 TFT(5)의 하강 시간의 변

동을 고려하면, t/2로 하강하도록 설정하는 것이 좋다.

그런데, 일반적으로 어떤 전기 회로가 전하 방출할 때의 전압의 저하는 e -(t/RC) 에 비례한다. 여기서, R은 회로의 저

항, C는 회로의 용량이다. 게이트선(2)의 전압 저하에 관해서는

R=(선택된 게이트선(2)의 저항치)+(그 게이트선(2)에 접속된 모든 화소 TFT(5)의 게이트 전극부의 저항치)+(게이

트 버퍼(8)의 n-ch 트랜지스터(8c)의 채널 저항)

C=(선택된 게이트선2이 다른 전극등과 형성하는 용량)+(그 게이트선2에 접속된 모든 화소 TFT(5)의 게이트 전극이

형성하는 용량)+(게이트 버퍼(8)의 n-ch 트랜지스터(8c)의 게이트-소스, 게이트-드레인 용량)

이다. 예를 들면 게이트 전압이 인가하는 값의 10% 이하로 되었을 때 화소 TFT(5)의 게이트가 폐쇄한다고 하면, 귀

선 기간 안에 게이트가 폐쇄하기 위한 조건은

t<5(R1+R2)·(C1+C2)이다. 단,
R1=게이트선의 저항치와 이것에 접속된 화소 TFT의 게이트 전극의 저항치를 정합한 저항치

C1=게이트선과 데이터선이 이루는 용량과 게이트선과 대향 전극이 이루는 용량과 화소 전극에 접속된 박막 트랜지

스터의 활성층과 게이트 전극이 이루는 용량의 합계

R2=게이트 버퍼의 n-ch 트랜지스터(8c)의 채널 저항치

C2=게이트 버퍼의 박막 트랜지스터의 활성층과 게이트 전극이 이루는 용량

t=화소 전극에의 전압 인가가 종료하고 나서, 다음 전압 인가가 개시되기 까지의 시간

으로 한다. 귀선 기간 t는 LCD의 구동 주파수나 화소수에 의해서 결정되고, R1, C1은 LCD의 화소수나 사이즈에 의

해서 결정된다. 게이트 버퍼(8)의 n-ch 트랜지스터(8c)를 적절하게 설계함으로써, R2와 C2를 조정하여, 상기 식을 

만족하도록 할 수가 있다. 또한,

2.5(R1+R2)·(C1+C2)<t<5(R1+R2)·(C1+C2)
를 만족하도록 n-ch 트랜지스터(8c)를 설계함으로써, 게이트 전압의 하강을 라운딩한 뒤에, 소정의 기간 내에 하강을

종료할 수가 있다.

또한, 상기 설명에서는 게이트 전압의 하강에 요하는 시간을 귀선 기간 t로서 설명하였다. 그러나, 예를 들면 데이터 

전압을 인가하기 전에 데이터선(4)을 소정의 전압으로 프리차지하는 등하는 경우, 게이트 전압의 하강에 요하는 시간

으로서 허용되는 시간은 귀선 기간보다도 단축된다. 그 경우, 상기 설명의 귀선 기간 t를 데이터 전압의 인가가 종료

하고 나서 프리차지를 개시하기까지의 기간으로 고쳐 읽는다. 즉, 프리차지가 개시되기 전 까지 화소 TFT(5)의 하강

이 완료하고 있을 필요가 있고, 이 기간 내에 있어서 서서히 하강하도록 게이트 버퍼를 설계한다.

다음에, 라운딩된 파형의 게이트 전압을 인가하는 구체적 방법에 관해서 진술한다. 도 1에 있어서, 게이트 전압은 셀

렉터(7)의 출력이 L이 되면, 트랜지스터(8b)의 게이트가 온하여, 전원(8a)에서 트랜지스터(8b)를 통해 게이트선(2)에

게이트 전압을 인가한다. 그리고, 게이트 전압을 하강할 때는 셀렉터(7)의 출력이 H로 되어 트랜지스터(8c)가 온하고,

트랜지스터(8c)를 통해 게이트선(2)에 축적된 전하를 방출한다. 이 때, 트랜지스터(8c)의 최대 전류를 작게 설정한다.

그렇게 하면, 전하를 방출하기 까지 일정한 시간이 필요하게 되어, 게이트 전압의 하강의 파형을 라운딩할 수 있다. 

그리고, 트랜지스터(8c)의 최대 전류 를 조정함으로써 게이트 전압의 라운딩 방법을 조정할 수가 있다.

트랜지스터의 최대 전류량은 일반적으로 게이트 길이 L이 길고, 게이트 폭 W가 좁은 쪽이 작아진다. 따라서, 게이트 

길이와 게이트 폭의 비 W/L이 작아질 수록 트랜지스터의 최대 전류량은 작아진다. 도 5는 p-ch 트랜지스터의 W/L을

일정하게 하여, n-ch 트랜지스터의 W/L을 변화시켰을 때, n-ch 트랜지스터의 W/L의 변화에 대한 ΔV의 변화를 나

타내는 도면이다. ΔV의 값은 LCD의 사이즈나, 각 막의 막 두께 등 여러가지 요인에 의해서 변화하지만, 도 5는 이들

파라미터를 전부 고정하고 있다. n-ch 트랜지스터의 W/L이 작은, 즉 길이에 비교하여 폭이 좁을 수록 드롭 전압 ΔV

가 작아지는 것을 알 수 있다.

게이트 버퍼는 도 1에 도시한 바와 같이, p-ch 트랜지스터와 n-ch 트랜지스터를 조합한 구성이다. 본원의 주지는 게

이트 전압의 하강을 라운딩하는 것에 특징이 있다. 게이트 전압의 상승에 대해서는 될 수 있는 한 빠르게 상승한 쪽이

보다 게이트 전극에 데이터 전압을 인가하는 시간을 확보할 수 있기 때문에, 도 3의 (b)에 도시한 펄스 파형이 가장 

이상적이라고 할 수 있다. 게이트 전압을 상승시킬 때는 p-ch 트랜지스터(8b)를 통해 전압을 인가하고, 하강할 때에

는 n-ch 트랜지스터(8c)를 통해 방전하기 때문에, p-ch 트랜지스터(8b)의 최대 전류치를 크게, n-ch 트랜지스터(8c)

의 최대 전류를 작게 설정하여 놓으면 도 3의 (b)의 펄스 파형이 얻어진다. 이 경우, 게이트 버퍼의 p-ch 트랜지스터

의 W/L과 n-ch 트랜지스터의 W/L은 크게 다르고, 예를 들면 p-ch 트랜지스터의 W/L : n-ch 트랜지스터의 W/L= 1

0 : 1이 된다.

단, 화소 전극에 기입하는 시간이 충분히 확보되어 있으면, 도 3의 (c)에 도시한 바와 같이, 게이트 전압의 상승이 라

운딩하고 있더라도 좋다.

상기한 실시예 이외로 게이트 전압 파형을 라운딩하는 수단으로서는 게이트 버퍼(8)와 게이트선(4)과의 사이에 저항

이나 컨덴서를 배치하는 것도 생각된다. 물론 게이트 전압의 상승의 파형도 라운딩하여, 도 3의 (c)에 도시한 파형이 

된다. 이 파형이라도, 기입 기간이 충분히 설치되어 있으면 문제 없지만, 저항이나 컨덴서에 의해서 라운딩되면 펄스 

전체가 지연하는 문제가 생긴다.

본 발명은 물론 LCD의 사이즈에 상관없이 실시 가능하지만, 소형의 LCD에 적용하면 보다 바람직하다. 이하에 그 이

유를 진술한다. 게이트선(2)은 소정의 저항치를 갖고 있기 때문에, 게이트 드라이버(8)에 가까운 측의 화소 TFT(5)와

게이트 드라이버(8)로부터 먼 측의 화소 TFT(5)에서는 게이트 전압의 라운딩 방법이 다르다. 이것은 대형의 LCD일 

수록 게이트선(2)이 길기 때문에 현저하다. 이것에 대하여, 소형의 LCD, 예를 들면 2인치형 이하, 그위에, 뷰 파인더 

등에 이용되는 0.55인치형 이하의 LCD이면, 게이트선(2)의 길이가 짧으므로, 게이트선(2)의 저항에 의한 지연은 문
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제가 되지 않는다. 또한, 기생 용량이 상대적으로 커지는 문제는 특히 소형 LCD에서 현저하다. 따라서, 본 발명은 소

형 LCD에 적용하여 가장 효과적이라고 할 수 있다.

발명의 효과

이상으로 진술한 바와 같이, 본 발명에 따르면, 하강을 라운딩한 파형의 게이트 전압을 인가하기 때문에, 게이트 전압

의 변동에 의해서 생기는 드롭 전압 AV 를 작게 억제할 수 있어, 표시 품질이 높은 액티브 매트릭스형 액정 표시 장치

를 제공할 수가 있다.

또한, 게이트 전압은 화소 전극에의 전압 인가가 종료하고 나서, 다음의 전압 인가가 개시되기까지의 시간 t의 적어도

절반의 시간 t/2에 걸쳐 하강하기 때문에, 충분히 ΔV를 억제할 수가 있다.

또한, 게이트선 및 이것에 접속된 박막 트랜지스터의 게이트 전극을 정합한 저항치를 R1, 그 커플링 용량을 C1, 게이

트 버퍼의 박막 트랜지스터의 채널 저항치를 R2, 그 커플링 용량을 C2, 화소 전극에의 전압 인가가 종료하고 나서 다

음의 전압 인가가 개시되기까지의 시간을 t로 하면,

2.5(R1+R2)·(C1+C2)<t<5(R1+R2)·(C1+ C2)
를 만족하기 때문에, 소정의 기간 안에 십분 게이트 전압의 하강함과 동시에, ΔV를 억제할 수가 있다.

또한, 게이트 버퍼의 박막 트랜지스터는

W/L< 1
을 만족하기 때문에, 최대 전류량이 작고, 따라서, 게이트 전압의 하강을 라운딩시킬 수 있다.

또한, 게이트 버퍼의 p-ch 트랜지스터와 n-ch 트랜지스터에서는

(p-ch 트랜지스터의 W/L)/(n-ch 트랜지스터의 W/L)> 5
를 만족하기 때문에, 게이트 전압의 상승은 빠르고, 또한 게이트 전압의 하강을 라운딩시킬 수 있다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.
복수의 게이트선;

상기 복수의 게이트선에 교차하는 복수의 데이터선;

상기 복수의 게이트선과 상기 복수의 데이터선의 각 교점에 대응하여 배치되어, 게이트 전극 및 소스 영역 및 드레인 

영역을 구비하고, 상기 게이트선의 한 줄에 상기 게이트 전극이 접속되고, 상기 데이터선의 한 줄에 상기 드레인 영역

이 접속된 복수의 박막 트랜지스터;

상기 박막 트랜지스터의 소스 영역에 각각 접속된 복수의 화소 전극;

상기 복수의 게이트 전극의 적어도 일단에 접속되어, 상기 게이트선 중의 한 줄을 순차 선택하고, 그 선택한 게이트선

에 펄스형의 게이트 전압을 순차 인가하는 게이트선 드라이버; 및

상기 복수의 화소 전극에, 액정층을 사이에 두고 대향하는 대향 전극

을 갖는 액티브 매트릭스형 액정 표시 장치에 있어서,

상기 게이트선 드라이버는 상기 게이트 전압을 상승에 비교하여 하강을 라운딩시켜 인가하는 것을 특징으로 하는 액

티브 매트릭스형 액정 표시 장치.

청구항 2.
복수의 게이트선;

상기 복수의 게이트선에 교차하는 복수의 데이터선;

상기 복수의 게이트선과 상기 복수의 데이터선의 각 교점에 대응하여 배치되 어, 게이트 전극 및 소스 영역 및 드레인

영역을 구비하고, 상기 게이트선의 한 줄에 상기 게이트 전극이 접속되고, 상기 데이터선의 한 줄에 상기 드레인 영역

이 접속된 복수의 박막 트랜지스터;

상기 박막 트랜지스터의 소스 영역에 각각 접속된 복수의 화소 전극;

상기 복수의 게이트 전극의 적어도 일단에 접속되어, 상기 게이트선 중의 한 줄을 순차 선택하고, 그 선택한 게이트선

에 펄스형의 게이트 전압을 순차 인가하는 게이트선 드라이버; 및

상기 복수의 화소 전극에, 액정층을 사이에 두고 대향하는 대향 전극

을 갖는 액티브 매트릭스형 액정 표시 장치에 있어서,

상기 게이트선 드라이버는 상기 게이트 전압의 하강에 요하는 시간과 상승에 요하는 시간을 비교하면, 하강에 요하는

시간 쪽이 길게 되도록, 상기 게이트 전압을 인가하는 것을 특징으로 하는 액티브 매트릭스형 액정 표시 장치.

청구항 3.
제1항 또는 제2항에 있어서,

상기 게이트 전압은 화소 전극에의 전압 인가가 종료하고 나서 다음 행의 화소 전극에의 전압 인가가 개시되기 까지

의 시간 t의 적어도 절반의 시간 t/2 걸려 하강하는 것을 특징으로 하는 액티브 매트릭스형 액정 표시 장치.

청구항 4.
제1항 또는 제2항에 있어서,

상기 게이트 전압은 상승에 요하는 시간의 적어도 10배의 시간 걸려 하강하 는 것을 특징으로 하는 액티브 매트릭스

형 액정 표시 장치.
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청구항 5.
제1항 또는 제2항에 있어서,

상기 게이트선 드라이버는 상기 게이트선과 접속되는 최종 단에 게이트 버퍼를 더 갖고,

상기 게이트 버퍼는 드레인 영역이 상기 게이트선에 접속되고 또한 소스 영역이 접지된 박막 트랜지스터를 적어도 갖

고,

상기 게이트선 및 이것에 접속된 박막 트랜지스터의 게이트 전극을 정합한 저항치를 R1, 상기 게이트선과 상기 데이

터선이 이루는 용량과 상기 게이트선과 상기 대향 전극이 이루는 용량과 화소 전극에 접속된 박막 트랜지스터의 활성

층과 게이트 전극이 이루는 용량의 합계를 C1, 상기 게이트 버퍼의 박막 트랜지스터의 채널 저항치를 R2, 상기 게이

트 버퍼의 박막 트랜지스터의 활성층과 상기 게이트 전극이 이루는 용량을 C2, 화소 전극에의 전압 인가가 종료하고 

나서, 다음의 전압 인가가 개시되기까지의 시간을 t로 하면,

2.5(R1+R2)·(C1+C2)<t<5(R1+R2)·(C1+C2)
을 만족하는 것을 특징으로 하는 액티브 매트릭스형 액정 표시 장치.

청구항 6.
제1항 또는 제2항에 있어서,

상기 게이트선 드라이버는 상기 게이트선과 접속되는 최종 단에 게이트 버퍼를 더 갖고,

상기 게이트 버퍼는 박막 트랜지스터를 갖고,

상기 박막 트랜지스터의 전류가 흐르는 방향의 길이 L과 상기 길이에 직행하는 방향의 폭 W는

W/L<1
을 만족하는 것을 특징으로 하는 액티브 매트릭스형 액정 표시 장치.

청구항 7.
제1항 또는 제2항에 있어서,

상기 게이트선 드라이버는 상기 게이트선과 접속되는 최종 단에 게이트 버퍼를 더 갖고,

상기 게이트 버퍼는 소스 영역이 전원에 접속된 p 채널형의 박막 트랜지스터와 소스 영역이 접지된 n 채널형의 박막 

트랜지스터를 갖고,

박막 트랜지스터의 전류가 흐르는 방향의 길이를 L, L과 직교하는 방향의 폭을 W로 하면, 상기 p 채널형의 트랜지스

터의 W/L의 값과 상기 n 채널형의 트랜지스터의 W/L의 값이 다른 것을 특징으로 하는 액티브 매트릭스형 액정 표시 

장치.

청구항 8.
제7항에 있어서, (상기 p 채널형의 트랜지스터의 W/L)/(상기 n 채널형의 트랜지스터의 W/L)>1을 만족하는 것을 특
징으로 하는 액티브 매트릭스형 액정 표시 장치.

청구항 9.
제7항에 있어서, (상기 p 채널형의 트랜지스터의 W/L)/(상기 n 채널형의 트 랜지스터의 W/L)>5를 만족하는 것을 특
징으로 하는 액티브 매트릭스형 액정 표시 장치.

청구항 10.
제3항에 있어서,

상기 게이트선 드라이버는 상기 게이트선과 접속되는 최종 단에 게이트 버퍼를 더 갖고,

상기 게이트 버퍼는 박막 트랜지스터를 갖고,

상기 박막 트랜지스터의 전류가 흐르는 방향의 길이 L과 상기 길이에 직행하는 방향의 폭 W는

W/L<1
을 만족하는 것을 특징으로 하는 액티브 매트릭스형 액정 표시 장치.

청구항 11.
제4항에 있어서,

상기 게이트선 드라이버는 상기 게이트선과 접속되는 최종 단에 게이트 버퍼를 더 갖고,

상기 게이트 버퍼는 박막 트랜지스터를 갖고,

상기 박막 트랜지스터의 전류가 흐르는 방향의 길이 L과 상기 길이에 직행하는 방향의 폭 W는

W/L<1
을 만족하는 것을 특징으로 하는 액티브 매트릭스형 액정 표시 장치.

청구항 12.
제5항에 있어서,

상기 게이트선 드라이버는 상기 게이트선과 접속되는 최종 단에 게이트 버퍼를 더 갖고,

상기 게이트 버퍼는 박막 트랜지스터를 갖고,

상기 박막 트랜지스터의 전류가 흐르는 방향의 길이 L과 상기 길이에 직행하는 방향의 폭 W는

W/L<1
을 만족하는 것을 특징으로 하는 액티브 매트릭스형 액정 표시 장치.

청구항 13.
제3항에 있어서,

상기 게이트선 드라이버는 상기 게이트선과 접속되는 최종 단에 게이트 버퍼를 더 갖고,
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상기 게이트 버퍼는 소스 영역이 전원에 접속된 p 채널형의 박막 트랜지스터와 소스 영역이 접지된 n 채널형의 박막 

트랜지스터를 갖고,

박막 트랜지스터의 전류가 흐르는 방향의 길이를 L, L과 직교하는 방향의 폭을 W로 하면, 상기 p 채널형의 트랜지스

터의 W/L의 값과 상기 n 채널형의 트랜지스터의 W/L의 값이 다른 것을 특징으로 하는 액티브 매트릭스형 액정 표시 

장치.

청구항 14.
제4항에 있어서,

상기 게이트선 드라이버는 상기 게이트선과 접속되는 최종 단에 게이트 버퍼를 더 갖고,

상기 게이트 버퍼는 소스 영역이 전원에 접속된 p 채널형의 박막 트랜지스터와 소스 영역이 접지된 n 채널형의 박막 

트랜지스터를 갖고,

박막 트랜지스터의 전류가 흐르는 방향의 길이를 L, L과 직교하는 방향의 폭을 W로 하면, 상기 p 채널형의 트랜지스

터의 W/L의 값과 상기 n 채널형의 트랜지스터의 W/L의 값이 다른 것을 특징으로 하는 액티브 매트릭스형 액정 표시 

장치.

청구항 15.
제5항에 있어서,

상기 게이트선 드라이버는 상기 게이트선과 접속되는 최종 단에 게이트 버퍼를 더 갖고,

상기 게이트 버퍼는 소스 영역이 전원에 접속된 p 채널형의 박막 트랜지스터와 소스 영역이 접지된 n 채널형의 박막 

트랜지스터를 갖고,

박막 트랜지스터의 전류가 흐르는 방향의 길이를 L, L과 직교하는 방향의 폭을 W로 하면, 상기 p 채널형의 트랜지스

터의 W/L의 값과 상기 n 채널형의 트랜지스터의 W/L의 값이 다른 것을 특징으로 하는 액티브 매트릭스형 액정 표시 

장치.

청구항 16.
제6항에 있어서,

상기 게이트선 드라이버는 상기 게이트선과 접속되는 최종 단에 게이트 버퍼를 더 갖고,

상기 게이트 버퍼는 소스 영역이 전원에 접속된 p 채널형의 박막 트랜지스터와 소스 영역이 접지된 n 채널형의 박막 

트랜지스터를 갖고,

박막 트랜지스터의 전류가 흐르는 방향의 길이를 L, L과 직교하는 방향의 폭을 W로 하면, 상기 p 채널형의 트랜지스

터의 W/L의 값과 상기 n 채널형의 트랜지스터의 W/L의 값이 다른 것을 특징으로 하는 액티브 매트릭스형 액정 표시 

장치.

도면

도면1
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专利名称(译) 有源矩阵型液晶显示器

公开(公告)号 KR100461924B1 公开(公告)日 2004-12-17

申请号 KR1020010016185 申请日 2001-03-28

[标]申请(专利权)人(译) 三洋电机株式会社
山洋电气株式会社

申请(专利权)人(译) 三洋电机有限公司是分租

当前申请(专利权)人(译) 三洋电机有限公司是分租

[标]发明人 MIYAJIMA YASUSHI
미야지마야스시
KOGA MASAYUKI
고가마사유끼

发明人 미야지마야스시
고가마사유끼

IPC分类号 G09G3/36 G02F1/1368 G02F1/136 G09G3/20 H01L29/786 G02F1/133

CPC分类号 G09G2320/0219 G09G2310/066 G09G3/3677

代理人(译) LEE，JUNG HEE
CHANG, SOO KIL

优先权 2000087770 2000-03-28 JP

其他公开文献 KR1020010093737A

外部链接 Espacenet

摘要(译)

利用方波的脉冲输入图像的栅极电压，以及像素电极和栅极线的寄生电
容，进行栅极电压的降低和所谓的像素电压的下降电压产生电极变化。
本发明的目的是提供一种下降电压为小型液晶显示装置，寄生电容大。
由于栅极电压变化的可见性，下降电压是根据的。因此，通过降低栅极
电压是圆形的，并对图2（b）的波形进行处理。 3它使下降电压变小。
其结果是，例如，栅极缓冲器（8）的n沟道晶体管的沟道宽度小，图2
（b）的波形。 3设置使最高电流小可以实现。栅极电压，方波，下降电
压，舍入，寄生电容。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/269160c7-ae37-48ad-94ef-0a6f223d901a
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/018603730/publication/KR100461924B1?q=KR100461924B1

